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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】有機発光層の混色を防ぎ、電荷伝達層間のクロ
ストークを防止できる有機発光表示装置及び有機発光表
示装置の製造方法を提供する。
【解決手段】画素領域（Ｉ）と画素領域を囲む周辺領域
（ＩＩ）とを含む基板１００と、基板の画素領域に配置
される第１電極１１０と、基板の周辺領域に配置される
画素定義膜１２０と、画素定義膜上に配置される第１疎
水性層１３０と、第１電極上に配置される少なくとも一
つの電荷伝達層１４０、１５０と、画素定義膜上で第１
疎水性層をカバーする第２疎水性層１６０ａと、電荷伝
達層上に配置される有機発光層１７０と、有機発光層上
に配置される第２電極１８０と、を含む有機発光表示装
置。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画素領域と前記画素領域を囲む周辺領域とを含む基板と、
　前記基板の前記画素領域に配置される第１電極と、
　前記基板の前記周辺領域に配置される画素定義膜と、
　前記画素定義膜上に配置される第１疎水性層と、
　前記第１電極上に配置される少なくとも一つの電荷伝達層と、
　前記画素定義膜上で前記第１疎水性層をカバーする第２疎水性層と、
　前記電荷伝達層上に配置される有機発光層と、
　前記有機発光層上に配置される第２電極と、を含むことを特徴とする有機発光表示装置
。
【請求項２】
　前記第１疎水性層及び前記第２疎水性層は、それぞれ２０ｄｙｎｅ／ｃｍ２以下の表面
エネルギを有する物質を含むことを特徴とする請求項１に記載の有機発光表示装置。
【請求項３】
　前記第１疎水性層は、前記電荷伝達層より低い電気伝導性を有することを特徴とする請
求項１に記載の有機発光表示装置。
【請求項４】
　前記画素定義膜は、１００ｎｍ～４００ｎｍの厚さを有することを特徴とする請求項１
に記載の有機発光表示装置。
【請求項５】
　前記電荷伝達層は、正孔輸送層または正孔注入層を含むことを特徴とする請求項１に記
載の有機発光表示装置。
【請求項６】
　前記電荷伝達層は、電子輸送層または電子注入層を含むことを特徴とする請求項１に記
載の有機発光表示装置。
【請求項７】
　前記電荷伝達層の一部は、前記画素定義膜と重なるように配置され、前記第２疎水性層
は前記電荷伝達層の前記一部を覆うことを特徴とする請求項１に記載の有機発光表示装置
。
【請求項８】
　前記第１疎水性層及び前記第２疎水性層は、前記画素定義膜を全体的に覆うことを特徴
とする請求項１に記載の有機発光表示装置。
【請求項９】
　前記第１疎水性層及び前記第２疎水性層は、前記画素定義膜を部分的に覆うことを特徴
とする請求項１に記載の有機発光表示装置。
【請求項１０】
　前記第１疎水性層及び前記第２疎水性層は、第１方向及び第２方向に延伸することを特
徴とする請求項９に記載の有機発光表示装置。
【請求項１１】
　前記第１疎水性層は、第１方向及び第２方向に延伸し、前記第２疎水性層は、前記第１
方向または前記第２方向に延伸することを特徴とする請求項９に記載の有機発光表示装置
。
【請求項１２】
　基板上に第１電極を形成する段階と、
　前記基板上に前記第１電極に隣接する画素定義膜を形成する段階と、
　前記画素定義膜上に第１疎水性層を形成する段階と、
　前記第１電極上に少なくとも一つの電荷伝達層を形成する段階と、
　前記画素定義膜上に第１疎水性層をカバーする第２疎水性層を形成する段階と、
　前記電荷伝達層上に有機発光層を形成する段階と、
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　前記有機発光層及び前記第２疎水性層上に第２電極を形成する段階と、を含むことを特
徴とする有機発光表示装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記第１疎水性層を形成する段階及び前記第２疎水性層を形成する段階は、それぞれオ
フセットプリンティング工程、グラビアオフセットプリンティング工程、グラビア反転オ
フセットプリンティング工程、インクジェットプリンティング工程、ノズルプリンティン
グ工程、Ｔ－ｊｅｔ工程、スタンピング工程、静電噴霧工程またはレーザー熱転写工程を
含むことを特徴とする請求項１２に記載の有機発光表示装置の製造方法。
【請求項１４】
　前記電荷伝達層を形成する段階は、スリットコーティング工程、バーコーティング工程
、または、スピンコーティング工程を含み、前記電荷伝達層は、前記第１電極及び前記画
素定義膜を全体的にカバーすることを特徴とする請求項１２に記載の有機発光表示装置の
製造方法。
【請求項１５】
　前記電荷伝達層は、正孔輸送層または正孔注入層を含むことを特徴とする請求項１２に
記載の有機発光表示装置の製造方法。
【請求項１６】
　前記電荷伝達層は、電子輸送層または電子注入層を含むことを特徴とする請求項１２に
記載の有機発光表示装置の製造方法。
【請求項１７】
　前記基板は、第１方向及び第２方向に沿って連続的に配置された画素領域と前記画素領
域を囲む周辺領域とを含み、
　前記第１電極は画素領域内に形成され、前記画素定義膜、第１疎水性層及び第２疎水性
層は、周辺領域に形成されることを特徴とする請求項１２に記載の有機発光表示装置の製
造方法。
【請求項１８】
　前記電荷伝達層の一部は、前記画素定義膜に重なるように形成され、前記第２疎水性層
は、前記電荷伝達層の前記一部を覆うように形成されることを特徴とする請求項１７に記
載の有機発光表示装置の製造方法。
【請求項１９】
　前記第１疎水性層及び前記第２疎水性層は、前記画素定義膜を全体的に覆うか、または
、前記画素定義膜を部分的に覆うことを特徴とする請求項１７に記載の有機発光表示装置
の製造方法。
【請求項２０】
　基板上に第１電極を形成する段階と、
　前記基板上に前記第１電極に隣接する画素定義膜を形成する段階と、
　前記画素定義膜上に第１疎水性層を形成する段階と、
　前記第１電極上に少なくとも一つの電荷伝達層を形成する段階と、
　前記電荷伝達層上に有機発光層を形成する段階と、
　前記有機発光層及び前記第１疎水性層上に第２電極を形成する段階と、を含み、
　前記第１疎水性層は、前記電荷伝達層より低い電気伝導性を有することを特徴とする有
機発光表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機発光表示装置及び有機発光表示装置の製造方法に関する。より詳細には
、向上された光学的特性を有する有機発光表示装置及び向上された光学的特性を有する有
機発光表示装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　有機発光表示（ｏｒｇａｎｉｃ　ｌｉｇｈｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｓｐｌａｙ：Ｏ
ＬＥＤ）装置は、陽極（ａｎｏｄｅ）と陰極（ｃａｔｈｏｄｅ）からそれぞれ提供される
正孔と電子が陽極と陰極との間に位置する有機発光層において結合することで生成される
光を利用して画像、文字などの情報を現わすことができる表示装置をいう。このような有
機発光表示装置は、広い視野角、速い応答速度、薄い厚さ、低消費電力などの色々な長所
を有するので、有望な次世代ディスプレイ装置として脚光を浴びている。
【０００３】
　従来の有機発光表示装置において、電極と有機発光層との間には、電荷の移動や注入効
率を向上させるために、正孔注入層、正孔輸送層、電子注入層、及び／または、電子輸送
層のような電荷伝達層が配置されることができる。このような電荷伝達層は、電荷の移動
効率を向上させるために比較的高い電気伝導性を有することができる。しかし、上記電荷
伝達層をパターニング工程なしで全面コーティング方式により形成する場合、選択された
画素領域の電荷伝達層に流入された電荷が選択されなかった画素領域の電荷伝達層に移動
してクロストーク（ｃｒｏｓｓ　ｔａｌｋ）現象が発生する問題点があり、これに伴い、
有機発光表示装置のクロストーク現象を減少させるための研究が進行されてきた。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の一目的は、有機発
光層の混色を防ぎ、電荷伝達層間のクロストークを防止できる有機発光表示装置を提供す
ることにある。
【０００５】
　本発明の他の目的は、有機発光層の混色を防ぎ、電荷伝達層間のクロストークを防止で
きる有機発光表示装置の製造方法を提供することにある。
【０００６】
　ただし、本発明が解決しようとする課題は、上述した課題に限定されるものではなく、
本発明の思想及び領域から逸脱しない範囲内で多様に拡張されるべきである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した本発明の一目的を達成するために、本発明の例示的な実施形態に係る有機発光
表示装置は、基板、第１電極、画素定義膜、第１疎水性層、少なくとも一つの電荷伝達層
、第２疎水性層、有機発光層、及び第２電極を含む。前記基板は、画素領域と前記画素領
域を囲む周辺領域とを含む。前記第１電極は、前記基板の前記画素領域に配置される。前
記画素定義膜は、前記基板の前記周辺領域に配置される。前記第１疎水性層は前記画素定
義膜上に配置される。前記電荷伝達層は前記第１電極上に配置される。前記第２疎水性層
は前記画素定義膜上で前記第１疎水性層をカバーする。前記有機発光層は前記電荷伝達層
上に配置される。前記第２電極は前記有機発光層上に配置される。
【０００８】
　例示的な実施形態において、前記第１疎水性層及び前記第２疎水性層は、それぞれ約２
０ｄｙｎｅ／ｃｍ２以下の表面エネルギを有する物質を含んでもよい。
【０００９】
　例示的な実施形態において、前記第１疎水性層は、前記電荷伝達層より低い電気伝導性
を有してもよい。
【００１０】
　例示的な実施形態において、前記画素定義膜は、約１００ｎｍ～約４００ｎｍの厚さを
有してもよい。
【００１１】
　例示的な実施形態において、前記電荷伝達層は、正孔輸送層または正孔注入層を含んで
もよい。
【００１２】
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　例示的な実施形態において、前記電荷伝達層は、電子輸送層または電子注入層を含んで
もよい。
【００１３】
　例示的な実施形態において、前記電荷伝達層の一部は前記画素定義膜と重なるように配
置され、前記第２疎水性層は前記電荷伝達層の前記一部を覆ってもよい。
【００１４】
　例示的な実施形態において、前記第１疎水性層及び前記第２疎水性層は、前記画素定義
膜を全体的に覆ってもよい。
【００１５】
　例示的な実施形態において、前記第１疎水性層及び前記第２疎水性層は、前記画素定義
膜を部分的に覆ってもよい。
【００１６】
　例示的な実施形態において、前記第１疎水性層及び前記第２疎水性層は、第１方向及び
第２方向に延伸してもよい。
【００１７】
　例示的な実施形態において、前記第１疎水性層は、第１方向及び第２方向に延伸し、前
記第２疎水性層は前記第１方向または前記第２方向に延伸してもよい。
【００１８】
　また、上述した本発明の他の一目的を達成するために、本発明の例示的な実施形態に係
る有機発光表示装置の製造方法において、基板上に第１電極を形成する。前記基板上に前
記第１電極に隣接する画素定義膜を形成する。前記画素定義膜上に第１疎水性層を形成す
る。前記第１電極上に少なくとも一つの電荷伝達層を形成する。前記画素定義膜上に第１
疎水性層をカバーする第２疎水性層を形成する。前記電荷伝達層上に有機発光層を形成す
る。前記有機発光層及び前記第２疎水性層上に第２電極を形成する。
【００１９】
　例示的な実施形態において、前記第１疎水性層を形成する段階及び前記第２疎水性層を
形成する段階は、それぞれオフセット（ｏｆｆｓｅｔ）プリンティング工程、グラビアオ
フセット（ｇｒａｖｕｒｅ　ｏｆｆｓｅｔ）プリンティング工程、グラビア反転オフセッ
ト（ｇｒａｖｕｒｅ　ｒｅｖｅｒｓｅ　ｏｆｆｓｅｔ）プリンティング工程、インクジェ
ット（ｉｎｋｊｅｔ）プリンティング工程、ノズル（ｎｏｚｚｌｅ）プリンティング工程
、Ｔ－ｊｅｔ工程、スタンピング（ｓｔａｍｐｉｎｇ）工程、静電噴霧工程、または、レ
ーザー熱転写（ｌａｓｅｒ　ｉｎｄｕｃｅｄ　ｔｈｅｒｍａｌ　ｉｍａｇｉｎｇ）工程を
含んでもよい。
【００２０】
　例示的な実施形態において、前記電荷伝達層を形成する段階は、スリット（ｓｌｉｔ）
コーティング工程、バー（ｂａｒ）コーティング工程または、スピン（ｓｐｉｎ）コーテ
ィング工程を含み、前記電荷伝達層は、前記第１電極及び前記画素定義膜を全体的にカバ
ーしてもよい。
【００２１】
　例示的な実施形態において、前記電荷伝達層は正孔輸送層または正孔注入層を含んでも
よい。
【００２２】
　例示的な実施形態において、前記電荷伝達層は電子輸送層または電子注入層を含んでも
よい。
【００２３】
　例示的な実施形態において、前記基板は、第１方向及び第２方向に沿って連続的に配置
された画素領域と前記画素領域を囲む周辺領域とを含んでもよく、前記第１電極は画素領
域内に形成され、前記画素定義膜、第１疎水性層及び第２疎水性層は、周辺領域に形成さ
れてもよい。
【００２４】
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　例示的な実施形態において、前記電荷伝達層の一部は、前記画素定義膜に重なるように
形成されてもよく、前記第２疎水性層は前記電荷伝達層の前記一部を覆うように形成され
てもよい。
【００２５】
　例示的な実施形態において、前記第１疎水性層及び前記第２疎水性層は、前記画素定義
膜を全体的に覆ってもよく、または、前記画素定義膜を部分的に覆ってもよい。
【００２６】
　上述した本発明のさらなる他の一目的を達成するために、本発明の例示的な実施形態に
係る有機発光表示装置の製造方法において、基板上に第１電極を形成する。前記基板上に
前記第１電極に隣接する画素定義膜を形成する。前記画素定義膜上に第１疎水性層を形成
する。前記第１電極上に少なくとも一つの電荷伝達層を形成する。前記少なくとも一つの
電荷伝達層上に有機発光層を形成する。前記有機発光層及び前記第１疎水性層上に第２電
極を形成する。前記第１疎水性層は前記電荷伝達層より低い電気伝導性を有してもよい。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明の例示的な実施形態に係る有機発光表示装置の製造方法においては、画素定義膜
上に第１疎水性層を形成することができるので、以後、全面コーティング工程を通じてそ
れぞれの画素領域に対応する正孔注入層及び正孔輸送層を形成することができる。また、
比較的大きい厚さを有する第２疎水性層を形成することができるので、有機発光層を構成
する前記有機発光物質がそれぞれの画素領域を抜け出て混色されることを防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の例示的な実施形態に係る有機発光表示装置を説明するための平面図であ
る。
【図２】本発明の例示的な実施形態に係る有機発光表示装置を説明するための断面図であ
る。
【図３】本発明の他の例示的な実施形態に係る有機発光表示装置を説明するための断面図
である。
【図４】本発明の例示的な実施形態に係る有機発光表示装置の製造方法を説明するための
断面図である。
【図５】本発明の例示的な実施形態に係る有機発光表示装置の製造方法を説明するための
断面図である。
【図６】本発明の例示的な実施形態に係る有機発光表示装置の製造方法を説明するための
断面図である。
【図７】本発明の例示的な実施形態に係る有機発光表示装置の製造方法を説明するための
断面図である。
【図８】本発明の例示的な実施形態に係る有機発光表示装置の製造方法を説明するための
断面図である。
【図９】本発明の例示的な実施形態に係る有機発光表示装置の製造方法を説明するための
平面図である。
【図１０】本発明の例示的な実施形態に係る有機発光表示装置の製造方法を説明するため
の平面図である。
【図１１】本発明の例示的な実施形態に係る有機発光表示装置の製造方法を説明するため
の断面図である。
【図１２】本発明の例示的な実施形態に係る有機発光表示装置の製造方法を説明するため
の断面図である。
【図１３】本発明の例示的な実施形態に係る有機発光表示装置の製造方法を説明するため
の断面図である。
【図１４】本発明の例示的な実施形態に係る有機発光表示装置の製造方法を説明するため
の断面図である。
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【図１５】本発明の例示的な実施形態に係る有機発光表示装置の製造方法を説明するため
の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本発明の例示的な実施形態に係る有機発光表示装置及び有機発光表示装置の製造
方法について、添付図面を参照しながら詳細に説明するが、本発明は本明細書に記載され
た実施形態によって制限されるものではない。当該分野の通常の知識を有する者であれば
、本発明の技術的思想を逸脱しない範囲内で本発明を多様な他の形態で具現することがで
きる。
【００３０】
　本明細書において、特定の構造的ないし機能的説明は、単に本発明の実施形態を説明す
る目的で例示されたものである。本発明の実施形態は多様な形態で実施されることができ
、本明細書に説明された実施形態に限定されると解釈されるべきではなく、本発明の思想
及び技術範囲に含まれる全ての変更、均等物ないし代替物を含むと理解されるべきである
。ある構成要素が他の構成要素に「連結されて」いる、または「接続されて」いると言及
された場合には、その他の構成要素に直接的に連結されている、または、接続されている
ことも意味するが、中間に他の構成要素が存在する場合も含むと理解されるべきである。
一方、ある構成要素が他の構成要素に「直接連結されて」いる、または「直接接続されて
」いると言及された場合には、中間に他の構成要素が存在しないと理解されるべきである
。構成要素の間の関係を説明する他の表現、即ち、「～の間に」と「直接～の間に」また
は「～に隣接する」と「～に直接隣接する」等も同じように解釈されるべきである。
【００３１】
　本明細書で使用した用語は、単に特定の実施形態を説明するために使用されたもので、
本発明を限定するものではない。単数の表現は文脈上明白に異なることがない限り、複数
の表現を含む。本明細書で、「含む」、「備える」、または「有する」等の用語は明細書
上に記載された特徴、数字、段階、動作、構成要素、部品または、これを組み合わせたも
のが存在するということを示すものであって、１つまたはそれ以上の他の特徴や数字、段
階、動作、構成要素、部品または、これを組み合わせたものの存在または、付加の可能性
を、予め排除するわけではない。また、別に定義しない限り、技術的或いは科学的用語を
含む本明細書中において使用される全ての用語は、本発明が属する技術分野で通常の知識
を有する者であれば一般的に理解するのと同一の意味を有する。一般的な辞書において定
義される用語と同じ用語は、関連技術の文脈上有する意味と同一の意味を有するものと理
解されるべきで、本明細書において明白に定義しない限り、理想的或いは形式的な意味と
して解釈してはならない。
【００３２】
　第１、第２、第３、第４等の用語は多様な構成要素を説明するのに使用されるが、これ
らの構成要素はこのような用語によって限定されてはならない。これらの用語は１つの構
成要素を他の構成要素から区別する目的で使われる。例えば、本発明の権利範囲から逸脱
せずに第１構成要素を第２、第３、または第４構成要素などと命名することができ、同様
に第２、第３、または第４構成要素も交互に命名することができる。
【００３３】
　図１は本発明の例示的な実施形態に係る有機発光表示装置を説明するための平面図であ
り、図２は図１のＩ－ＩＩラインに沿って切断した断面図である。
【００３４】
　図１及び図２を参照すると、例示的な実施形態に係る有機発光表示装置は、基板１００
、第１電極１１０、画素定義膜１２０、第１疎水性層１３０、少なくとも一つの電荷伝達
層、第２疎水性層１６０ａ、有機発光層１７０及び第２電極１８０を含むことができる。
【００３５】
　基板１００は透明基板を含むことができる。例えば、基板１００は、ガラス基板、透明
プラスチック基板、透明セラミック基板または、軟性を有する基板（ｆｌｅｘｉｂｌｅ　
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ｓｕｂｓｔｒａｔｅ）を含むことができる。
【００３６】
　基板１００は第１方向と第２方向に沿って配列された複数の画素領域（Ｉ）及び画素領
域（Ｉ）を囲む周辺領域（ＩＩ）を含むことができる。画素領域（Ｉ）は有機発光層１７
０から光が発生する領域に該当し、周辺領域（ＩＩ）は画素領域（Ｉ）を分離する領域に
該当することができる。
【００３７】
　第１電極１１０は画素領域（Ｉ）内の基板１００上に配置できる。第１電極１１０は前
記有機発光表示装置の発光方式に基づいて反射型電極または透過型電極に該当することが
できる。例示的な実施形態において、第１電極１１０が透過型電極の場合、第１電極１１
０は、インジウム亜鉛酸化物（ＩＺＯ）、インジウム錫酸化物（ＩＴＯ）、ガリウム錫酸
化物（ＧＴＯ）、亜鉛酸化物（ＺｎＯｘ）、ガリウム酸化物（ＧａＯｘ）、錫酸化物（Ｓ
ｎＯｘ）、インジウム酸化物（ＩｎＯｘ）または、これらの合金を含んでもよい。他の例
示的な実施形態において、第１電極１１０が反射型電極の場合には、第１電極１１０は、
アルミニウム（Ａｌ）、銀（Ａｇ）、金（Ａｕ）、白金（Ｐｔ）、クロム（Ｃｒ）、タン
グステン（Ｗ）、モリブデン（Ｍｏ）、チタン（Ｔｉ）、パラジウム（Ｐｄ）または、こ
れらの合金を含んでもよい。
【００３８】
　図示はしていないが、前記有機発光表示装置が能動型駆動方式を有する場合、基板１０
０と第１電極１１０との間にスイッチング構造物を配置できる。例えば、前記スイッチン
グ構造物はトランジスタのようなスイッチング素子及び複数の絶縁層を含むことができる
。この場合、第１電極１１０は前記スイッチング構造物に電気的に連結することができる
。
【００３９】
　画素定義膜１２０は周辺領域（ＩＩ）内の基板１００上に配置されてもよい。そこで、
画素定義膜１２０は第１電極１１０に隣接するように配置されてもよく、第１電極１１０
と部分的に重なってもよい。ただし、画素領域（Ｉ）に配置された第１電極１１０は画素
定義膜１２０と重ならなくてもよい。例示的な実施形態において、画素定義膜１２０は、
図１に示したように基板１００上で、前記第１方向及び前記第２方向に沿って延伸されて
もよい。例えば、画素定義膜１２０は、約１００ｎｍ～約４００ｎｍ程度の厚さを有して
もよい。
【００４０】
　画素定義膜１２０の側壁は、基板１００の表面と一定の角度を有してもよい。例えば、
画素定義膜１２０の側壁は、基板１００の表面と約４５°以下の角度を成してもよい。
【００４１】
　第１疎水性層１３０は周辺領域（ＩＩ）内の画素定義膜１２０上に位置してもよい。第
１疎水性層１３０は画素定義膜１２０上で前記第１方向及び前記第２方向に沿って延伸し
てもよい。この時、第１疎水性層１３０は第１電極１１０と重ならなくてもよい。例示的
な実施形態において、第１疎水性層１３０は画素定義膜１２０を部分的に覆ってもよい。
他の例示的な実施形態によれば、第１疎水性層１３０は画素定義膜１２０を全体的にカバ
ーしてもよい。
【００４２】
　例示的な実施形態において、第１疎水性層１３０は相対的に電気伝導性が低くて疎水性
である物質を含むことができる。例えば、第１疎水性層１３０は、約３０ｎｍ～約３，０
００ｎｍ程度の厚さを有することができる。
【００４３】
　正孔注入層１４０は、第１電極１１０及び画素定義膜１２０上に配置されてもよい。正
孔注入層１４０は、第１電極１１０から有機発光層１７０への正孔の注入を円滑にする役
割を遂行することができる。例えば、正孔注入層１４０は、ＣｕＰｃ（ｃｕｐｐｅｒ　ｐ
ｈｔｈａｌｏｃｙａｎｉｎｅ）、ＰＥＤＯＴ（ｐｏｌｙ（３，４）－ｅｔｈｙｌｅｎｅｄ
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ｉｏｘｙｔｈｉｏｐｈｅｎｅ）、ＰＡＮＩ（ｐｏｌｙａｎｉｌｉｎｅ）、ＮＰＤ（Ｎ，Ｎ
－ｄｉｎａｐｈｔｈｙｌ－Ｎ，Ｎ’－ｄｉｐｈｅｎｙｌ　ｂｅｎｚｉｄｉｎｅ）などを含
むことができる。
【００４４】
　正孔輸送層１５０は、正孔注入層１４０または第１電極１１０上に配置されてもよい。
正孔輸送層１５０は第１電極１１０からの正孔の輸送を円滑にする役割を遂行することが
できる。例えば、正孔輸送層１５０は、ＮＰＤ（Ｎ，Ｎ－ｄｉｎａｐｈｔｈｙｌ－Ｎ，Ｎ
’－ｄｉｐｈｅｎｙｌ　ｂｅｎｚｉｄｉｎｅ）、ＴＰＤ（Ｎ，Ｎ’－ｂｉｓ－（３－ｍｅ
ｔｈｙｌｐｈｅｎｙｌ）－Ｎ，Ｎ’－ｂｉｓ－（ｐｈｅｎｙｌ）－ｂｅｎｚｉｄｉｎｅ）
、ｓ－ＴＡＤ、ＭＴＤＡＴＡ（４，４’，４”－Ｔｒｉｓ（Ｎ－３－ｍｅｔｈｙｌｐｈｅ
ｎｙｌ－Ｎ－ｐｈｅｎｙｌ－ａｍｉｎｏ）－ｔｒｉｐｈｅｎｙｌａｍｉｎｅ）などを含む
ことができる。
【００４５】
　例示的な実施形態において、正孔注入層１４０及び正孔輸送層１５０は、相対的に低い
表面エネルギを有する第１疎水性層１３０と重ならないように配置されてもよい。例えば
、一つの画素領域（Ｉ）に配置された正孔注入層１４０は、他の画素領域（Ｉ）に配置さ
れた正孔注入層１４０と電気的に分離されてもよい。
【００４６】
　第２疎水性層１６０ａは、周辺領域（ＩＩ）内の画素定義膜１２０、第１疎水性層１３
０、及び／または、正孔輸送層１５０上に位置してもよい。この時、第２疎水性層１６０
ａは、第１電極１１０と重ならなくてもよい。例示的な実施形態において、第２疎水性層
１６０ａは、画素定義膜１２０を部分的にカバーしてもよい。他の例示的な実施形態によ
ると、第２疎水性層１６０ａは画素定義膜１２０を全体的に覆ってもよい。
【００４７】
　例示的な実施形態において、第２疎水性層１６０ａは、図９に示したように前記第１方
向及び前記第２方向に沿って延伸し格子構造を成すことができる。他の例示的な実施形態
によれば、第２疎水性層１６０ｂは、図１０に示したように前記第２方向に沿って延伸し
てもよい。
【００４８】
　第２疎水性層１６０ａは、約２０ｄｙｎｅ／ｃｍ２以下の表面エネルギを有する疎水性
物質を含むことができる。例えば、第２疎水性層１６０ａは約５００ｎｍ～約３μｍ程度
の厚さを有してもよい。
【００４９】
　有機発光層１７０は、正孔輸送層１５０の表面、画素定義膜１２０の表面及び第２疎水
性層１６０ａの側壁上に配置されてもよい。第２疎水性層１６０ａの側壁上に位置する有
機発光層１７０は、実質的に不均一な厚さを有してもよい。反面、第１疎水性層１３０及
び第２疎水性層１６０ａは、画素領域（Ｉ）の第１電極１１０と重ならないように配置さ
れるので、画素領域（Ｉ）内で正孔輸送層１５０上に配置される有機発光層１７０は実質
的に均一な厚さを有してもよい。すなわち、有機発光層１７０が画素領域（Ｉ）内で実質
的に均一な厚さを有するので有機発光層１７０から実質的に均一な強度を有する光が放出
されることができる。
【００５０】
　有機発光層１７０は、それぞれ赤色、緑色、または、青色の光を放出する発光層を含む
か、或いは、赤色、緑色または、青色の光を放出する発光層が積層された多層構造を有す
ることができる。例えば、画素領域（Ｉ）内に赤色、緑色及び青色の光を放出する複数の
有機発光層１７０がそれぞれ配置されてもよい。
【００５１】
　第２電極１８０は画素領域（Ｉ）及び周辺領域（ＩＩ）で有機発光層１７０及び第２疎
水性層１６０ａを全体的に覆ってもよい。第２電極１８０は、第１電極１１０の種類によ
って透過型電極または反射型電極に該当することができる。例示的な実施形態において、



(10) JP 2014-72186 A 2014.4.21

10

20

30

40

50

第１電極１１０が透過型電極の場合、第２電極１８０は反射型電極であってもよい。この
時、第２電極１８０は、アルミニウム、銀、金、白金、クロム、タングステン、モリブデ
ン、チタン、パラジウムまたは、これらの合金を含んでもよい。他の例示的な実施形態に
おいて、第１電極１１０が反射型電極の場合には第２電極１８０は透過型電極であっても
よい。そこで、第２電極１８０はインジウム亜鉛酸化物、インジウム錫酸化物、ガリウム
錫酸化物、亜鉛酸化物、ガリウム酸化物、錫酸化物、インジウム酸化物または、これらの
合金を含んでもよい。
【００５２】
　図１において、第１電極１１０は陽極の役割を遂行し、第１電極１１０と有機発光層１
７０との間に正孔注入層１４０及び正孔輸送層１５０が配置されていることが示されてい
るが、本発明がこれによって制限されるのではない。例えば、第１電極１１０は陰極とし
て役割を遂行することもでき、この場合には第１電極１１０と有機発光層１７０との間に
電子注入層及び電子輸送層が配置されてもよい。
【００５３】
　例示的な実施形態に係る有機発光表示装置の製造方法においては、画素定義膜１２０上
に相対的に低い電気伝導性を有する第１疎水性層１３０が配置されることができるので、
全面コーティング工程を通じて形成された正孔注入層１４０及び正孔輸送層１５０がそれ
ぞれの画素領域（Ｉ）で互いに電気的に分離されることができる。これによって、選択さ
れた画素領域（Ｉ）の正孔注入層１４０及び正孔輸送層１５０に流入された正孔が選択さ
れていない画素領域（Ｉ）の正孔注入層１４０及び正孔輸送層１５０に移動して発生する
クロストーク（ｃｒｏｓｓｔａｌｋ）現象を防止できる。また、比較的大きい厚さを有す
る第２疎水性層１６０ａが配置されることができるので、有機発光層１７０を構成する前
記有機発光物質がそれぞれの画素領域（Ｉ）を抜け出て混色されることを防止できる。
【００５４】
　図３は本発明の他の例示的な実施形態に係る有機発光表示装置を説明するための断面図
である。
【００５５】
　前記有機発光表示装置は、基板１００、第１電極１１０、画素定義膜１２０、第１疎水
性層１３０、正孔注入層１４０、有機発光層１７０及び第２電極１８０を含むことができ
る。前記有機発光表示装置は、正孔輸送層１５０及び第２疎水性層１６０ａを除けば、図
１及び図２を参照して説明した有機発光表示装置と実質的に同一または実質的に類似する
構成を有することができる。従って、重複する要素に対しては詳細な説明を省略する。
【００５６】
　図３を参照すると、基板１００の画素領域（Ｉ）には第１電極１１０が配置されてもよ
く、周辺領域（ＩＩ）には画素定義膜１２０が位置されてもよい。
【００５７】
　第１疎水性層１３０は画素定義膜１２０を全体的に、または、部分的にカバーするよう
に配置されてもよい。第１疎水性層１３０は相対的に電気伝導性が低く疎水性である物質
を含むことができる。例えば、第１疎水性層１３０は、約３０ｎｍ～約３，０００ｎｍの
厚さを有するように形成されてもよい。
【００５８】
　正孔注入層１４０は第１電極１１０及び画素定義膜１２０上に配置されてもよく、有機
発光層１７０は正孔注入層１４０上に配置されてもよい。図示はしていないが、正孔注入
層１４０と有機発光層１７０との間に正孔輸送層が追加的に配置されてもよい。正孔注入
層１４０及び有機発光層１７０のそれぞれは、図２を参照して説明した正孔注入層１４０
及び有機発光層１７０と実質的に同一または実質的に類似の物質を含むことができる。
【００５９】
　第２電極１８０は画素領域（Ｉ）及び周辺領域（ＩＩ）において、有機発光層１７０、
第１疎水性層１３０及び画素定義膜１２０を全体的に覆ってもよい。
【００６０】
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　例示的な実施形態に係る有機発光表示装置の製造方法において、画素定義膜１２０上に
比較的低い電気伝導性を有する第１疎水性層１３０が配置されることができるので、全面
コーティング工程を通じて形成された正孔注入層１４０及び正孔輸送層１５０がそれぞれ
の画素領域（Ｉ）において互いに電気的に分離されることができる。これによって、選択
された画素領域（Ｉ）の正孔注入層１４０及び正孔輸送層１５０に流入された正孔が選択
されていない画素領域（Ｉ）の正孔注入層１４０及び正孔輸送層１５０に移動して発生す
るクロストーク現象を防止することができる。
【００６１】
　図４～図１２は、本発明の例示的な実施形態に係る有機発光表示装置の製造方法を説明
するための断面図及び平面図である。
【００６２】
　図４～図８及び図１１～図１２は前記有機発光表示装置の製造方法に関する実施形態を
説明するための断面図であり、図９及び図１０は前記有機発光表示装置の製造方法に対す
る相異なる実施形態を説明するための平面図である。
【００６３】
　図４を参照すると、基板１００上に第１電極１１０を形成することができる。
【００６４】
　基板１００は透明基板を含むことができる。例えば、基板１００は、ガラス基板、透明
プラスチック基板、透明セラミック基板などを含んでもよい。他の例示的な実施形態にお
いて、基板１００は軟性を有する基板からなることもできる。基板１００は第１方向及び
第２方向に沿って配列された画素領域（Ｉ）と画素領域（Ｉ）を囲む周辺領域（ＩＩ）を
含んでもよい。
【００６５】
　基板１００上に第１電極１１０が形成されてもよい。例示的な実施形態において、第１
電極１１０は基板１００上に導電膜を形成した後、前記導電膜をパターニングし形成して
もよい。これによって、第１電極１１０は画素領域（Ｉ）に対応する位置に形成してもよ
い。
【００６６】
　第１電極１１０は前記有機発光表示装置の発光方式によって、反射型電極または透過型
電極であってもよい。例示的な実施形態において、前記有機発光表示装置が背面発光方式
を有する場合、インジウム亜鉛酸化物、インジウム錫酸化物、ガリウム錫酸化物、亜鉛酸
化物、ガリウム酸化物、錫酸化物、インジウム酸化物または、これらの合金を含む導電膜
を形成した後に、前記導電膜をパターニングして第１電極１１０を形成することができる
。他の例示的な実施形態において、前記有機発光表示装置が前面発光方式を有する場合、
アルミニウム、銀、金、白金、クロム、タングステン、モリブデン、チタン、パラジウム
または、これらの合金を含む導電膜を形成した後に、前記導電膜をパターニングして第１
電極１１０を形成してもよい。
【００６７】
　図示はしていないが、前記有機発光表示装置が能動型駆動方式を有する場合には、基板
１００と第１電極１１０との間にスイッチング構造物が追加的に形成されてもよい。
【００６８】
　図５を参照すると、基板１００上に画素定義膜１２０を形成してもよい。画素定義膜１
２０は基板１００の周辺領域（ＩＩ）に形成してもよい。この場合、画素定義膜１２０は
第１電極１１０に隣接するように形成してもよく、第１電極１１０と部分的に重なっても
よい。例示的な実施形態において、画素定義膜１２０は基板１００上で前記第１方向及び
前記第２方向に沿って延伸してもよい。例えば、画素定義膜１２０は、約１００ｎｍ～約
４００ｎｍ程度の相対的に薄い厚さを有するように形成してもよい。
【００６９】
　画素定義膜１２０の側壁は基板１００の表面に対して所定の角度を有してもよい。例え
ば、画素定義膜１２０の側壁は基板１００の表面と約４５°以下の角度を有してもよい。
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【００７０】
　図６を参照すると、画素定義膜１２０上に第１疎水性層１３０を形成してもよい。第１
疎水性層１３０はオフセット（ｏｆｆｓｅｔ）プリンティング工程、グラビアオフセット
（ｇｒａｖｕｒｅ　ｏｆｆｓｅｔ）プリンティング工程、グラビア反転オフセット（ｇｒ
ａｖｕｒｅ　ｒｅｖｅｒｓｅ　ｏｆｆｓｅｔ）プリンティング工程、インクジェット（ｉ
ｎｋｊｅｔ）プリンティング工程、ノズル（ｎｏｚｚｌｅ）プリンティング工程、Ｔ－ｊ
ｅｔ工程、スタンピング（ｓｔａｍｐｉｎｇ）工程、静電噴霧工程または、レーザー熱転
写（ｌａｓｅｒ　ｉｎｄｕｃｅｄ　ｔｈｅｒｍａｌ　ｉｍａｇｉｎｇ）工程を通じて画素
定義膜１２０上に形成されてもよい。
【００７１】
　第１疎水性層１３０は相対的に電気伝導性が低くて疎水性を有する物質を使って形成さ
れてもよい。例えば、第１疎水性層１３０は後続して形成される電荷伝達層より低い電気
伝導性を有することができ、約２０ｄｙｎｅ／ｃｍ２以下の表面エネルギを有してもよい
。また、第１疎水性層１３０は約３０ｎｍ～約３，０００ｎｍの厚さを有するように形成
されてもよい。
【００７２】
　例示的な実施形態によれば、第１疎水性層１３０は画素定義膜１２０を部分的にカバー
してもよく、または、第１疎水性層１３０が画素定義膜１２０を全体的に覆ってもよい。
この場合、第１疎水性層１３０は第１電極１１０と重ならなくてもよい。
【００７３】
　図７を参照すると、第１電極１１０上に少なくとも一つの電荷伝達層を形成することが
できる。前記電荷伝達層は正孔注入層１４０、及び／または、正孔輸送層１５０を含んで
もよい。正孔注入層１４０は、スリット（ｓｌｉｔ）コーティング工程、バー（ｂａｒ）
コーティング工程、または、スピン（ｓｐｉｎ）コーティング工程を通じて、第１電極１
１０及び画素定義膜１２０上に全体的に形成されてもよい。一方、正孔輸送層１５０はス
リット（ｓｌｉｔ）コーティング工程、バー（ｂａｒ）コーティング工程、または、スピ
ン（ｓｐｉｎ）コーティング工程を通じて正孔注入層１４０上に全体的に形成されること
ができる。
【００７４】
　例示的な実施形態に係る正孔注入層１４０及び正孔輸送層１５０を形成するコーティン
グ工程において、コーティング液を第１電極１１０及び画素定義膜１２０が形成された基
板１００上に全体的に塗布することができる。画素定義膜１２０は約４００ｎｍ以下の比
較的薄い厚さを有していて、画素定義膜１２０の側壁は基板１００の表面と約４５°以下
の比較的低い角度を成すことができるので、前記コーティング液は第１電極１１０及び画
素定義膜１２０上に均一な厚さで塗布することができる。ただし、相対的に低い表面エネ
ルギを有する第１疎水性層１３０上にはコーティング液が塗布されないこともある。これ
によって、別途のパターニング工程なしで、それぞれの画素領域（Ｉ）に対応する正孔注
入層１４０及び正孔輸送層１５０を形成してもよい。また、第１疎水性層１３０は正孔注
入層１４０及び正孔輸送層１５０より低い電気伝導性を有することができるので、選択さ
れた画素領域（Ｉ）の正孔注入層１４０及び正孔輸送層１５０に流入した正孔が選択され
ていない画素領域（Ｉ）の正孔注入層１４０及び正孔輸送層１５０に移動して発生するク
ロストーク現象を防止することができる。
【００７５】
　図８を参照すると、画素定義膜１２０上に第１疎水性層１３０を覆う第２疎水性層１６
０ａを形成してもよい。第２疎水性層１６０ａは、第１疎水性層１３０を形成する工程と
実質的に同一または類似の工程を通じて形成することができる。
【００７６】
　例示的な実施形態によると、第２疎水性層１６０ａは疎水性を有する物質を利用して形
成してもよく、約２０ｄｙｎｅ／ｃｍ２以下の表面エネルギを有してもよい。例えば、第
２疎水性層１６０ａは、約５００ｎｍ～約３μｍ程度の厚さを有するように形成されても
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よい。
【００７７】
　例示的な実施形態によると、第２疎水性層１６０ａが画素定義膜１２０を部分的に覆っ
てもよく、または、第２疎水性層１６０ａが画素定義膜１２０を全体的にカバーしてもよ
い。この時、第２疎水性層１６０ａは第１電極１１０と実質的に重ならなくてもよい。
【００７８】
　例示的な実施形態において、第２疎水性層１６０ａは、図９に示したように前記第１方
向及び前記第２方向に沿って延伸して格子構造を有してもよい。他の例示的な実施形態に
よると、第２疎水性層１６０ｂは、図１０に示したように前記第２方向に沿って延伸して
もよい。
【００７９】
　図１１を参照すると、正孔輸送層１５０上に有機発光層１７０を形成してもよい。有機
発光層１７０は、液状パターニング工程を通じて、正孔輸送層１５０の表面、画素定義膜
１２０の表面及び第２疎水性層１６０ａの側壁上に形成されてもよい。例えば、前記液状
パターニング工程は、インクジェット（ｉｎｋｊｅｔ）プリンティング工程、ノズル（ｎ
ｏｚｚｌｅ）プリンティング工程、Ｔ－ｊｅｔ工程、または、静電噴霧工程を含んでもよ
い。この時、第２疎水性層１６０ａの側壁上に形成された有機発光層１７０は、実質的に
不均一な厚さを有してもよい。反面、第１疎水性層１３０及び第２疎水性層１６０ａは、
画素領域（Ｉ）の第１電極１１０と重ならないように配置されたので、画素領域（Ｉ）内
で正孔輸送層１５０上に形成された有機発光層１７０は実質的に均一な厚さを有すること
ができる。有機発光層１７０が画素領域（Ｉ）内で実質的に均一な厚さを有する場合には
有機発光層１７０から実質的に均一な強度を有する光が放出されてもよい。
【００８０】
　有機発光層１７０は、赤色、緑色、または青色の光をそれぞれ放出する発光層、或いは
、前記赤色、緑色、または青色の光を放出する発光層が積層された多層構造を有してもよ
い。例えば、それぞれの画素領域（Ｉ）内に赤色、緑色及び青色の光を放出する有機発光
層１７０をそれぞれ形成することができる。有機発光層１７０は図１及び図２を参照して
説明した物質と実質的に同一または類似の物質を使って形成してもよい。
【００８１】
　例示的な実施形態において、それぞれの画素領域（Ｉ）は相対的に大きい厚さを有する
第２疎水性層１６０ａによって分離されているので、前記液状パターニング工程で有機発
光物質がそれぞれの画素領域（Ｉ）を抜け出で混色されることを防止することができる。
【００８２】
　他の例示的な実施形態によれば、前記第２方向に沿って同じ色の光を放出する画素領域
（Ｉ）に配置されるＲ・Ｇ・Ｂタイプの有機発光構造物の場合、図１０に示したように、
前記第２方向に沿って延伸した第２疎水性層１６０ｂによって有機発光物質が混色される
ことを防止することができる。
【００８３】
　図１２を参照すると、有機発光層１７０及び第２疎水性層１６０ａ上に第２電極１８０
を形成してもよい。第２電極１８０は画素領域（Ｉ）及び周辺領域（ＩＩ）を全体的に覆
うように形成してもよい。第２電極１８０は第１電極１１０の種類によって透過型電極ま
たは、反射型電極であってもよい。例示的な実施形態により第１電極１１０が透過型電極
の場合、第２電極１８０は反射型電極に該当してもよく、アルミニウム、銀、金、白金、
クロム、タングステン、モリブデン、チタン、パラジウムまたは、これらの合金を使って
形成してもよい。他の例示的な実施形態により第１電極１１０が反射型電極の場合、第２
電極１８０は、透過型電極に該当してもよく、インジウム亜鉛酸化物、インジウム錫酸化
物、ガリウム錫酸化物、亜鉛酸化物、ガリウム酸化物、錫酸化物、インジウム酸化物また
は、これらの合金を使って形成してもよい。
【００８４】
　図４～図１２においては、第１電極１１０は陽極として機能し、第１電極１１０と有機
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発光層１７０との間に正孔注入層１４０及び正孔輸送層１５０を形成することと示されて
いるが、本発明はこれによって制限されるものではない。例えば、第１電極１１０は陰極
の役割を遂行でき、第１電極１１０と有機発光層１７０との間に電子注入層及び電子輸送
層が形成されてもよい。
【００８５】
　例示的な実施形態に係る有機発光表示装置の製造方法において、画素定義膜１２０上に
第１疎水性層１３０を形成することができるので、以後、全面コーティング工程を通じて
それぞれの画素領域（Ｉ）に対応する正孔注入層１４０及び正孔輸送層１５０を形成して
もよい。また、相対的に大きい厚さを有する第２疎水性層１６０ａを形成することができ
るので、有機発光層１７０を構成する前記有機発光物質がそれぞれの画素領域（Ｉ）を抜
け出て混色されることを防止することができる。
【００８６】
　図１３～図１５は本発明の例示的な実施形態に係る有機発光表示装置の製造方法を説明
するための断面図である。
【００８７】
　図１３を参照すると、基板１００上に第１電極１１０、画素定義膜１２０、第１疎水性
層１３０及び正孔注入層１４０を形成することができる。そこで、第１電極１１０、画素
定義膜１２０及び第１疎水性層１３０を形成する工程は、図４～図６を参照して説明した
工程と実質的に同一または実質的に類似しているのでこれらに対する詳細な説明は省略す
る。
【００８８】
　正孔注入層１４０は、スリット（ｓｌｉｔ）コーティング工程、バー（ｂａｒ）コーテ
ィング工程または、スピン（ｓｐｉｎ）コーティング工程を通じて第１電極１１０及び画
素定義膜１２０上に全体的に形成されてもよい。この時、相対的に低い表面エネルギを有
する第１疎水性層１３０上には正孔注入層１４０が形成されなくてもよい。また、第１疎
水性層１３０は、正孔注入層１４０より低い電気伝導性を有してもよいので、選択された
画素領域（Ｉ）の正孔注入層１４０に流入した正孔が選択されていない画素領域（Ｉ）の
正孔注入層１４０に移動して発生するクロストーク現象を防止することができる。
【００８９】
　図１４を参照すると、正孔注入層１４０上に有機発光層１７０を形成することができる
。有機発光層１７０はインクジェットプリンティング工程、ノズルプリンティング工程、
Ｔ－ｊｅｔ工程または、静電噴霧工程のような液状パターニング工程を通じて、正孔輸送
層１５０の表面、画素定義膜１２０の表面、及び第２疎水性層１６０ａの側壁上に形成さ
れてもよい。
【００９０】
　例示的な実施形態によると、それぞれの画素領域（Ｉ）は疎水性を有する第１疎水性層
１３０によって分離されているので、前記液状パターニング工程で有機発光物質がそれぞ
れの画素領域（Ｉ）を抜け出て混色されることを防止することができる。
【００９１】
　図１５を参照すると、有機発光層１７０及び第１疎水性層１３０上に第２電極１８０を
形成してもよい。第２電極１８０は画素領域（Ｉ）及び周辺領域（ＩＩ）を全体的にカバ
ーするように形成されてもよい。第２電極１８０を形成する工程は、図１２を参照して説
明した工程と実質的に同一または実質的に類似してもよい。
【００９２】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと理解される。
【産業上の利用可能性】
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【００９３】
　本発明の例示的な実施形態に係る有機発光表示装置の製造方法において、画素定義膜上
に第１疎水性層を形成できるので、以後、全面コーティング工程を通じてそれぞれの画素
領域に対応する正孔注入層及び正孔輸送層を形成してもよい。また、比較的大きい厚さを
有する第２疎水性層を形成できるので、有機発光層を構成する前記有機発光物質がそれぞ
れの画素領域を抜け出て混色されることを防止できる。このような有機発光表示装置は、
背面発光方式、前面発光方式、両面発光方式など、多様な発光方式を有するテレビ、モニ
タ、移動通信機器、ＭＰ３、携帯用ディスプレイ機器などの色々な電気及び電子装置に適
用できる。
【符号の説明】
【００９４】
　１００　　　　　　　　　　　 基板
　１１０　　　　　　　　　　　 第１電極
　１２０　　　　　　　　　　　 画素定義膜
　１３０　　　　　　　　　　　 第１疎水性層
　１４０　　　　　　　　　　　 正孔注入層
　１５０　　　　　　　　　　　 正孔輸送層
　１６０ａ、１６０ｂ　　　　　　 第２疎水性層
　１７０　　　　　　　　　　　 有機発光層
　１８０　　　　　　　　　　　 第２電極

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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